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１．概要（Summary） 

データセンター内光インターコネクション用途に向けた

シリコンフォトニクス技術が活発に研究されている。しかし、

Si 光変調器の変調効率が充分に高くないことが課題とな

っている。我々は、化合物半導体を Si 導波路上にゲート

絶縁膜を介して貼り合わせたハイブリッド MOS 構造を用

いた光変調器と提案し、研究を進めている。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

有機金属気相成長装置 

【実験方法】 

技術代行により有機金属気相成長装置を利用して、

III-V/Siハイブリッド光変調器向けの貼り合わせ用 InPエ

ピ基板を準備した。波長 1.3 m 帯で動作する光変調器

を想定して、ハンドギャップ波長が 1.19 mの InGaAsP

層を含んだ層構造とした。また InGaAsP 界面での電子

蓄積を利用するため、InGaAsP層に適切なn型ドーピン

グを施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に示す作製プロセスに従った III-V/Siハイブリッ

ドMOS型光変調器を作製した。SOI基板上にSi導波路

をドライエッチングで形成後、技術代行で作製した InPエ

ピ基板をAl2O3ゲート絶縁膜を介して貼り合わせた。不要

な InP 基板等をウェットエッチングで選択エッチングした

後、InGaAsP 層および Si 層にコンタクト電極を形成した。

InGaAsP と Si 間にゲート電圧を印加すると、InGaAsP

界面に電子が蓄積し光の位相が変調される。作製した素

子に実際にゲート電圧を印加すること、位相が変調される

ことを確認した。位相変調効率は0.1 Vcm以下となり極め

て高い効率が得られた。 

1. Si waveguide etching 2. P+ implantation 3. Bonding III-V layer by 

Al2O3

4. Etching III-V layer 5. SiO2 passivation 6. Via etching and Ni 

depo. 

7. Ni-Si and Ni-InGaAsP

formation 

8. Ni/Au pad

 

Fig. 1 Fabrication procedure. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・NEDO未来開拓プロジェクト 

・文部科学省科研費若手 A 
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６．関連特許（Patent） 

なし。 


